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Volt-farad xarakteristikası metodu ilə TlGaTe2 birləşməsinin səthyanı oblastında həcmi 

yüklərin olması ilə meydana gələn strukturun tutumunun ona tətbiq olunan gərginlikdən asılılığı 
araşdırılmışdır. ND-səthyanı həcmi yüklər oblastında aşqarların konsentrasiyası və -
kasadlaşmış oblastın qalınlığı müəyyənləşdirilmişdir. 
  

TlGaTe2 yarımkeçirici birləşməsi A3B3C6
2 qruplu birləşmələr sinfinə məxsus 

olub D4h
18 tetraqonal quruluşlu sinqoniyada formalaşır [1]. Ölçmə üçün kristallar 

düzbucaqlı paralelopiped şəklində kəsilmiş onların səthi cilalanaraq hamar şəklə 
gətirildikdən sonra kristalloqrafik “c” oxuna paralel olan səthlərə gümüş pastası 
çəkilərək omik kontaktlar yaradılmışdır. Hər bir səthdəki elektrodun sahəsi S≈0,08 sm2, 
elektrodlar arasındakı məsafə isə d≈0,1 sm olmuşdur.  

E7-25 ölçmə immitansında TlGaTe2 kristallarının müxtəlif tezliklərdə (50kHs-
1MHs) tutumun gərginlikdən (U=0-60V) asılılıqları (VFX) ölçülmüşdür (şəkil 1).  

 
Şək. 1. TlGaTe2 kristallarının müxtəlif tezliklərdə Volt-farad xarakteristikaları: (Əyri 1-50, 2-

100, 3-500, 4-1000 kHs. Ölçmələr T=300K temperaturda aparılmışdır.) 
 

Keçidə tətbiq olunan tam gərginliyin tutum vasitəsi ilə ifadəsindən [2], 
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SNqU Dss  göründüyü kimi, sürüşmə gərginliyinin tutumun tərs 

qiymətinin kvadratından asılılıq qrafiki düz xətti asılılıq verməlidir. Xəttin meylindən 
yarımkeçiricinin ND aşqarlama dərəcəsini, xəttin absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsindən isə 

0  qiymətləndirmək olar. Əyrinin meylindən isə aşqarların konsentrasiyası təyin 
olunur.  

Şəkil 1-dən istifadə edərək müxtəlif tezliklərdə TlGaTe2 kristallarının xarakterik 
parametrləri hesablanaraq cədvəl 1-də verilmişdir. 

Cədvəl 1 
Müxtəlif tezliklərdə TlGaTe2 kristallarının xarakterik  parametrləri 

ν (kHs)  ND (1/sm3) δ (sm) 
50 3,3∙1013 2,9∙10-4 
100 2,5∙1013 7,7∙10-4 
500 5,1∙1012 1,8∙10-3 

1000 1,4∙1012 3,3∙10-3 
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Cədvəldən göründüyü kimi ölçmə tezliyinin qiyməti artdıqca TlGaTe2 kris-
tallarının (ND) aşqarlarının konsentrasiyası (səthyanı həcmi yüklər oblastı kasadlaşır) 
azalır və bu səbəbdən tezlik artdıqca tutum azalır (şəkil 1). 

Keçiddə yükün dəyişməsi həm kasadlaşma oblastının qalınlığının dəyişməsi ilə 
həm də gərginliyin dəyişməsi ilə əlaqədardır.  
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